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ｗｈｅｎｔｈｅｍａｇｎｅｔｏｃｏｕｐｌｉｎｇｅｆｆｅｃｔｉｓｔａｋｅｎｉｎｔｏａｃ
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结构和磁场对三势垒结构中共振隧穿时间的影响

贾国治１，姚江宏２，何进密２，于　沛２

（１．天津城市建设学院，天津　３００３８４；

２．弱光非线性光子学教育部重点实验室 南开大学 泰达应用物理学院，天津　３００４７５）

摘要：为了理解在三势垒结构中准束缚能级Ｅｚ和隧穿寿命对磁场的依赖性，采用传输矩阵的方法研究了在
三势垒结构中的共振隧穿过程。分别研究了在三势垒结构中的透射几率特征和隧穿寿命。结果表明：随着

中间势垒厚度Ｌ的增加，第一准束缚能级Ｅ１ｚ增加，而第二准束缚能级Ｅ２ｚ却减小。随着磁场强度Ｂ和朗道量
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子数ｎ的增加，与第一和第二准束缚能级（Ｅ１ｚ，Ｅ２ｚ）对应的寿命 τ缩短。对于 Ｂ＝１５和 ｎ＝１５的情况，Ｌ对
τ的影响很小。
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